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(57) Abstract: The present invention relates to an electromagnetic radiation detector comprising an inlet window (310) intended to
receive a stream of incident photons, as well as a photocathode (320) in the form of a semiconductive layer. A conductive layer (316) is
deposited on the downstream face (312) of the inlet window and a thin dielectric layer (317) is disposed between the conductive layer
(316) and the semiconductive layer (320). The conductive layer is brought to a potential below that of the semiconductive layer so as
to drive the photoelectrons out of the recombination zone and consequently improve the quantum yield of the photocathode.

(57) Abrégé : La présente invention concerne un détecteur de rayonnement électromagnétique comprenant une fenétre d'entrée (310)
destinée a recevoir un flux de photons incidents, ainsi qu'une photocathode (320) sous la forme d'une couche semiconductrice. Une
couche conductrice (316) est déposée sur la face aval (312) de la fenétre d'entrée et une couche mince de diélectrique (317) est disposée
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entre la couche conductrice (316) et la couche semiconductrice (320). La couche conductrice est portée a un potentiel inférieur a celui
de la couche semiconductrice de maniére a chasser les photoélectrons hors de la zone de recombinaison et par conséquent d'améliorer
le rendement quantique de la photocathode.



